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1. Determine al menos tres ángulos de difracción de los rayos X, λ de 15 nm en cristales con una celda cristalina cúbica simple centrada en el cuerpo, B.C.C. con parámetro de red de a = 50 nm. 
2. Una cavidad metálica de un horno industrial cúbico, de 1 m3 de volumen, a microondas tiene un máximo de emisión en νmax = 2.5 103 MHz. 
a- La potencia  irradiada cuando la temperatura está a 1300 C.

b- El número de fotones por unidad de tiempo y área de un cuerpo a esa temperatura T. en un entorno de 100 MHz del νmax
(Realice las aproximaciones que considere necesarias justificando su empleo).

3. Determine para una juntura rectificante metal-Si:

c- La concentración de donores ND.

d- La capacitancia de la juntura
	(Si = 4.0 eV
	EgSi = 1.12 e
	(M = 4.2 eV
	ni = 1.5 1010 cm-3
	(r = 12


4. Una muestra de Germanio a T = 300 °K está dopada con una concentración de átomos donores, ND = 5x1015 cm-3. Calcule:

a- EC - EF; 

b- La concentración de átomos donores que deben ser agregados para desplazar el nivel de Fermi una distancia 0.5 kT hacia la banda de conducción.

	ni(Ge) = 2,4 x 10 13 cm-3
	m*p = 0.37 me
	mn* = 0,55 me


5. Una juntura PN de Si con un área transversal de 10-4 cm2 tiene las características siguientes:  
	Nd = 1014 cm-3
	Na = 5 1013 cm-3

	(n0 = 10-6 s

	(p0 = 10-7 s

	(n = 2250 cm2 V-1 s-1
	(p = 980 cm2 V-1 s-1

	ni = 1.5 1010 cm-3
	(r = 12


Complete el cuadro para las siguientes tensiones aplicadas:

	Parámetros a calcular [unidades]
	V = 0 Volt
	V = 0.2 Volt
	V= -1 Volt

	Na  zona p [cm-3] dopaje aceptor
	
	--------------
	--------------

	Nd  zona n [cm-3] dopaje donor
	
	--------------
	--------------

	Is [(A] corriente de saturación
	
	--------------
	--------------

	( [V] potencial de juntura
	
	
	

	E0 [V cm-1] campo eléctrico máx.
	
	
	


6. Describa el modo de inverso del un transistor bipolar NPN a partir de la distribución de densidades de portadores minoritarios. Justifique en forma cualitativa a partir del dibujo de las mismas.
